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用强激光辐照的方法对集成电路用的离子注入 Si 进行退火是近几年大力研究的一个问

题。至今为止绝大多数的激光退火都是采用红宝石、 YAG、氧离子等波长较短的激光器。实

验虽已证实 002 激光的退火效果完全可与其他激光比美，然而研究者甚少，且基本上限于最

后结果的观测。激光作为电磁波p 其趋肤深度
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对于 He-Ne 光和材料 Si， δ 与注入层的厚度同量级p 很适合表面性状的检测。本文以注碑的

缸为例3 测量了连续 002 激光辐照过程中硅片椭圆光偏振参数中、 4 随时间的变化，窥视到离

子注入 Si 的 002 激光退火是在一定的时间、温度条件下突然完成的，而不是任何线性的或渐

近的过程。

实验用的样片是以电阻率 6 ，.....， 8 欧姆·厘米的 P 型 (100) 硅作基底3 正面抛光并在 150 千

电子伏的能量下注入剂量为 1 x1016j厘米2的呻 (As+) 离子。片厚 0.35 毫米，面积;Slx1 厘

米2。激光器是输出功率 40 瓦、光束直径，.....， 8 毫米的封离型连续 002 激光器。 对各样片分别

施以 1、 2、 3、 6、 10、 20 秒的激光辐照后用椭圆光偏振仪(光源波长 0.6328 微米)测其椭偏参数

中、 A。 实验发现辐照时间 ~3 秒的硅p 中、 A 值大抵未改变，但到 5 秒时坡、 A 均有很大幅度的

下降3 从非晶 Si 的值(中= 13.5， .1 = 181) 降到与晶态 Si 的值 (中 = 10 .17， .1 = 171. 0) 很接近。

当辐照时间从 5 秒延长至 20 秒时p 虽样片温度继续上升2 但并不引起怡、 A 有新的变化。我们

对实验样片用透射一反射仪和四探针仪测其 He-Ne 光反射率和表面薄层电阻时也看到类似的

现象。 上述实验结果表 明 002 激光作用下缸片注入层的退火是在温度达到一定值
( ，.....， 60000)后 1、 2 秒钟内迅速完成的。并且只要结晶一旦完成2 不论质量好坏p 进一步延长激

光辐照的时间将不起什么作用3 呈现一种不可边的转变特性。 椭圆偏振光这一简便、无损的方

法可作为激光退火的检测手段，为退火的完成情况提供可靠的信息。
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